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１．概要（Summary） 

太陽電池用 Si薄膜の高品質化のためにアルミ誘起成

長法(AIC)を利用している。AICはAl薄膜と a-Si薄膜を

積層した試料を熱処理することで、Al膜中にSi結晶が固

相成長する現象である。AIC法では、AlとSiの膜厚が重

要な成長パラメータであるため微細加工プラットフォーム

所有の段差計を利用することでナノスケールでの膜厚制

御を行った。その結果、Al膜厚を薄くすることで結晶方位

のそろった高品質な膜が得られることが分かった。また、

シリコン基板をテンプレートとし、AIC成長を成膜中に行う

in-Situ AIC法を考案し結晶 Si膜の厚膜化を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 段差計（アルバック社製、Dektak 150） 

【実験方法】 

石英ガラス上にスパッタリング法により Al と a-Siをそれ

ぞれ成膜した試料を作製し、段差計により膜厚を測定し

た。膜厚は、成膜前に試料の一部にマスクを施し、成膜

後にはがすことで段差を作り評価した。測定した結果より

スパッタリング法での各材料の成膜速度を計算した。 

AICの成長では、Fig. 1のようにガラス基板上に Alを

50nm、Siを 60nm成膜し、500°Cで熱処理することで多

結晶膜を成長させた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.2に AIC法で作製した試料の方位解析画像を示

す。Al膜と Si膜の膜厚を適切に制御することにより、

(111)面に配向した Si薄膜を作製することに成功した。

AIC成長においては各膜厚を精度良く測定することが肝

要である。本研究では、微細加工プラットフォーム所有の

段差計を用いて精度良く膜厚測定できたため、この結果

を達成できたと考える。 

Fig.3にスパッタリング中に 500°Cの熱処理を行いなが

ら in-Situ成長させた結果を示す。ウエハの方位を引き継

ぎエピタキシャル成長している様子が分かる。この実験で

はスパッタリングの成膜速度がキーファクターである。した

がって、成膜速度の評価に用いた膜厚測定の精度が重

要であり、この結果に対しても微細加工プラットフォーム所

有の装置の寄与が大きいと考える。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・装置の使用に関して齋藤清範様にご協力いただきまし 

 た。感謝申し上げます。 
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６．関連特許（Patent） 

なし。 
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Fig. 1 Growth mechanism of AIC 
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Fig. 2 An orientation map of AIC smaple 
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Fig. 3 in-Situ AIC growth on a Si wafer 


